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１．概要（Summary） 
 MEMS デバイスに必要な窒化ケイ素薄膜について、成

膜条件の違いによる組成比の違いを、X 線回折法を用い

て確認する。 
 
 
 
 
２．実験（Experimental） 
測定装置･･･薄膜 X 線回折装置 

（RIGAKU 社製 ATX-G） 

 

 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 
 成膜時のガス流量、圧力等を変えたサンプルに対し、窒

化ケイ素のピークが最も強く出る２θ＝35°付近を測定比

較したが、どのサンプルも Fig.1 と同様のピークとなり、顕

著な差が見られなかった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 窒化ケイ素薄膜の組成比を分析する方法について、今

後も調査を継続していく予定である。 
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Fig.1 XRD pattern of silicon nitride film 


